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【はじめに】p 型透明酸化物半導体として注目されているデラフォサイト型酸化物[1]の CuCrO2薄膜

（CCO）形成において、アモルファス CCO 膜の固相成長（SPC）により傾斜配向を抑制した c 軸配向

膜の形成が可能であり[2]、更に Ar スパッタ雰囲気に窒素を混合することで SPC 後の c 軸配向性が著し

く向上することを報告した[3]。本報告では、低抵抗化を目的として CCO にマグネシウム（Mg）を添加

し、Ar/N2混合スパッタで堆積したアモルファス Mg 添加 CuCrO2薄膜（Mg-CCO）の SPC による結晶

配向性と電気伝導性を検討した。 

【成膜方法・評価方法】RF マグネトロンスパッタ法（全圧：1.0 Pa、基板温度：室温）により、N2分

圧比（αN2）を 0 ~ 70%に変化し、c 面サファイア基板上に約 50 nm 厚のアモルファス Mg-CCO 薄膜を

堆積した。ターゲットには CCO 焼結体(純度：99.9%)を用い、そのエロ―ジョン領域に MgO（純度：

99.99%）チップを置き Mg を添加した。薄膜堆積後、ランプ加熱により N2雰囲気中(1000Pa)で 5 分間

の熱処理を施した。熱処理温度（TC）は 600 ~ 800℃の範囲で変化させ、配向性と抵抗率をそれぞれ XRD

法と四探針法により評価した。p 型導電型はゼーベック効果測定で確認した。 

【結果・考察】700°C 熱処理前後の XRD 回折パターンを Fig. 1 に示す。堆積後の試料では基板からの

回折のみが観測され、Mg-CCO 薄膜がアモルファスであることを確認した。SPC 後は、αN2 によらず

CuCrO2(006)からの回折を観測し、その強度は αN2と共に増加した。αN2を変えて堆積した薄膜の抵抗率

の TC依存性を Fig. 2 に示す。CCO 薄膜の場合、Ar スパッタで TC = 600°C において抵抗率は 0.4 Ωcm

で、TCの上昇とともに高抵抗化した。また、N2混合に伴う抵抗率の TC依存性の変化は小さい。一方、

Mg-CCO薄膜の場合には、TCが高い際にN2混合による低抵抗化が顕著にみられ、αN2 = 70%で TC = 700°C

において最も低抵抗率(0.1 Ωcm)になった。以上の結果より、Ar/N2ガスを用いたアモルファス Mg-CCO

薄膜の堆積と SPC により CCO 薄膜を低抵抗化できることを示した。 
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Fig. 1. Out-of-plane XRD patterns of 
as-deposited and SPC-CuCrO2 films 

deposited at αN of 0, 10, and 70%. 

Fig. 2. Dependence of resistivity of 

Mg-CuCrO2 films on TC. 
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